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SiC パワーデバイスの実用化に向けたプロセス技術確立のためイオン注入・アニール処理が材

料に与える影響を評価する方法を検討している。エピタキシャル層に Alイオンを注入した SiC ウ

ェハーに対し、放射光斜入射 X 線トポグラフィー法で X 線波長と入射角を変化させたトポグラ

フを撮影し、表面からの深さ数μmの基板/エピタキシャル層界面近傍から極表面のイオン注入層

までの欠陥や歪分布を観察した。X 線侵入長は動力学回折理論（岸野理論）を用いて計算した。

試料は 4H-SiC(0001) 基板で膜厚 5m のエピタキシャル層に基板温度 500℃で Al イオンを注入後

1800℃で 5 分間アニールしている。図１に原子核乾板に撮影したトポグラフを示す。注入量は

1.0010
21 

ions/cm
3
(左列)、1.0010

20
/cm

3
(中央列)で右列は比較のために用いた未注入材である。基

板近傍(上段)では基板由来の転位分布の差はあるもののそれ以外では顕著な差が見られないのに

対し、極表面層(下段)ではブロードなコントラストの変化があり、イオン注入・アニーリング処理

条件がマクロな歪場に影響するものと思われる。試料を微小角度変化させた一連のトポグラフか

ら得られるピクセル毎ロッキングカーブの情報から詳細な歪分布を検討した結果も当日報告する。 
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Fig. 1 Grazing incident x-ray 

topographs of the SiC samples 

implanted with the total doses of 

1.00 10
21 

ions/cm
3
 (a, d) and 

1.00 10
20

 ions/cm
3
 (b, e) and 

non-implanted sample (c, f).   

Estimated penetration depths 

were 1.7 m and 250 nm for 
(a-c) and (d-f), respectively. 
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